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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各メモリセルが第１の密度を有する、第１のメモリセルアレイと、各メモリセルが第２
の密度を有する、第２のメモリセルアレイと、を備えるメモリデバイスに格納されるデー
タを管理するための方法であって、前記第１の密度は前記第２の密度よりも低く、前記方
法は、
　前記メモリデバイスの論理アドレスに関連付けられた使用を決定することと、
　前記使用に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のメモリセルアレイおよび前記第２
のメモリセルアレイのうちの１つに、前記論理アドレスに関連付けられたデータを格納す
ることと、
　前記第２のメモリセルアレイ内の位置が利用可能である場合に、前記使用に少なくとも
部分的に基づいて、データを前記第１のメモリセルアレイから前記第２のメモリセルアレ
イに移動させることにより、前記第１のメモリセルアレイ内に少なくとも特定の数のスペ
ア位置を維持することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記使用は、前記論理アドレスに対して実行された書き込み動作の回数を含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記使用は、前記論理アドレスに対して実行される書き込み動作の最も最近の発生に対
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応するタイムスタンプを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記データの前記使用は、前記メモリデバイスの起動後の特定の時間枠中に前記データ
がアクセスされたかどうかに少なくとも部分的に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メモリデバイスの使用テーブルに、前記メモリデバイスの論理アドレスと関連付け
られた前記使用を格納することをさらに含む、請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のメモリセルアレイは、メモリセル当たり第１のビット数を格納するように構
成されたＭＬＣメモリセルを備え、前記第２のメモリセルアレイは、メモリセル当たり第
２のビット数を格納するように構成されたＭＬＣメモリセルを備え、前記第２のビット数
は、前記第１のビット数よりも大きい、請求項１乃至４のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記使用を決定することは、将来の使用を予測することを含む、請求項１乃至４のいず
れかに記載の方法。
【請求項８】
　前記論理アドレスに関連付けられた使用に少なくとも部分的に基づいて、前記第２のメ
モリセルアレイに格納されたデータを、前記第１のメモリセルアレイに移動させることを
さらに含む、請求項１乃至３のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記論理アドレスに関連付けられた使用を決定することは、メモリ内の論理位置に関連
付けられた決定されたデータの特性に少なくとも部分的に応じて、かつ、前記特性に少な
くとも部分的に基づいて、前記使用を決定することと、前記データを、前記第１のメモリ
セルアレイおよび前記第２のメモリセルアレイのうちの１つに格納することとをさらに含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記データの前記特性は、前記データの使用の頻度である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　メモリデバイスであって、
　各メモリセルが第１の密度を有する、第１のメモリセルアレイと、
　各メモリセルが前記第１の密度よりも高い第２の密度を有する、第２のメモリセルアレ
イと、
　制御回路であって、前記制御回路は、前記メモリデバイスの論理アドレスの使用データ
を決定し、かつ、前記使用に少なくとも部分的に基づいて、前記第１のメモリセルアレイ
および前記第２のメモリセルアレイのうちの１つに、前記論理アドレスに関連付けられた
データを格納するように構成される、制御回路と、
　を備え、
　前記制御回路は、前記第２のメモリセルアレイ内の位置が利用可能である場合に、前記
使用に少なくとも部分的に基づいて、データを前記第１のメモリセルアレイから前記第２
のメモリセルアレイに移動させることにより、前記第１のメモリセルアレイ内に少なくと
も特定の数のスペア位置を維持するよう、さらに構成される、メモリデバイス。
【請求項１２】
　前記使用データは、前記論理アドレスで実行された書き込み動作の回数を含む、請求項
１１に記載のメモリデバイス。
【請求項１３】
　前記使用データは、前記論理アドレス上で最も最近の書き込み動作が実行されてから経
過した時間を前記使用データから決定できるように、データを含む、請求項１１に記載の
メモリデバイス。
【請求項１４】
　前記制御回路は、前記第１のメモリセルアレイまたは前記第２のメモリセルアレイ上の
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書き込み動作を選択的に実行し、各前記論理アドレスで実行される書き込み動作の回数に
少なくとも部分的に基づいて、前記論理アドレスを物理的格納位置に割り当て、書き込み
動作の前記回数が閾値を超える場合に、論理アドレスを前記第１のメモリセルアレイに再
び割り当てるように、さらに構成される、請求項１１または１２に記載のメモリデバイス
。
【請求項１５】
　前記制御回路は、前記第２のメモリセルアレイ内の位置が利用可能である場合に、実行
された書き込み動作の回数が最も少ない論理アドレスに関連付けられたデータを、前記第
２のメモリセルアレイに移動させることにより、または、特定の期間よりも長く書き込み
動作を実行していない論理アドレスに関連付けられたデータを、前記第２のメモリセルア
レイに移動させることにより、前記第１のメモリセルアレイ内に前記少なくとも特定の数
のスペア位置を維持するように、さらに構成される、請求項１１乃至１３のいずれかに記
載のメモリデバイス。
【請求項１６】
　データを前記第１のメモリセルアレイから前記第２のメモリセルアレイに移動させるこ
とは、
　実行された書き込み動作の回数が最も少ない論理アドレスに関連付けられたデータを、
前記第２のメモリセルアレイに移動させること、または、
　特定の期間よりも長く書き込み動作を実行していない論理アドレスに関連付けられたデ
ータを、前記第２のメモリセルアレイに移動させること、
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概してメモリデバイスに関し、特に、本開示は、シングルおよびマルチレベ
ルのメモリセル格納の機能を有するメモリデバイスに格納されるデータの管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メモリデバイスは、典型的には、コンピュータまたは他の電子デバイス内の、内部的な
半導体集積回路として提供される。ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み込み専用メ
モリ（ＲＯＭ）、動的ランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）、同期型動的ランダムアクセ
スメモリ（ＳＤＲＡＭ）、およびフラッシュメモリを含む、多くの異なる種類のメモリが
存在する。
【０００３】
　フラッシュメモリデバイスは、広範囲な電子的利用のために不揮発性メモリの安価な供
給源として開発されてきた。フラッシュメモリデバイスは、典型的には、高メモリ密度、
高信頼性、および低電力消費量を実現する１トランジスタのメモリセルを使用する。フラ
ッシュメモリが一般的に利用されるものには、パーソナルコンピュータ、パーソナルデジ
タルアシスタント（ＰＤＡ）、デジタルカメラ、および携帯電話を含む。基本入力／出力
システム（ＢＩＯＳ）等のプログラムコードおよびシステムデータは、典型的には、パー
ソナルコンピュータシステムで使用されるためにフラッシュメモリデバイスに格納される
。
【０００４】
　フラッシュメモリは、典型的には、ＮＯＲフラッシュおよびＮＡＮＤフラッシュとして
公知の２つの基本的なアーキテクチャのうちの１つを利用する。この名称は、デバイスを
読み込むために使用される論理に由来している。ＮＡＮＤタイプのフラッシュメモリアレ
イのアーキテクチャでは、メモリアレイのフローティングゲートメモリセルは行および列
のマトリクスで構成される。アレイのメモリセルは、さらに、典型的にはそれぞれ８、１
６、３２またはそれ以上のストリングで相互に構成され、ここで、ストリングにおけるメ
モリセルは、多くの場合ビット線と称される、共通なソース線および列トランスファー線
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の間を、ソースからドレインへと直列に相互接続される。次に、そのゲートに接続される
ワード線を選択することにより、フローティングゲートメモリセルの行をアクティブ化す
る行デコーダによって、アレイにアクセスされる。さらに、ビット線は、現在実行されて
いる動作によって、高くまたは低く駆動することができる。
【０００５】
　電子システムのパフォーマンスおよび複雑性が増加するにつれて、システム内の追加的
なメモリの要件も増加している。しかし、システムのコストを低く抑えるためには、パー
ツ数は少なくしておくことが望ましい。これは、こうした技術をマルチレベルセル（ＭＬ
Ｃ）として使用することで、集積回路のメモリ密度を増加させることにより実現できる。
例えば、ＭＬＣ　ＮＡＮＤフラッシュメモリは、コスト効率性の高い不揮発性メモリであ
る。
【０００６】
　マルチレベルメモリセルは、（例えば、ビットパターンで表される）データの状態を、
メモリセルに格納される特定の範囲の閾値電圧（Ｖｔ）に割り当てる。シングルレベルメ
モリセル（ＳＬＣ）により、各メモリセル上のシングルビットのデータの格納が可能にな
る。一方で、ＭＬＣ技術は、セルに割り当てられる閾値電圧範囲の量およびメモリセルの
寿命動作中に割り当てられる閾値電圧範囲の安定性に従って、セル毎に２ビット以上（例
えば、２、４、８、１６ビット）の格納を可能にする。Ｎビットからなるビットパターン
を表すために使用される、Ｖｔ分散ウィンドウと称されることもある閾値電圧範囲（例え
ば、レベル）の数は、２Ｎである。例えば、１ビットは２つのレベルで、２ビットは４つ
のレベルで、３ビットは８つのレベルであってもよい。
【０００７】
　例えば、セルは、それぞれ、２ビットで構成されるビットパターンに対応したデータの
状態を表すために使用される、２００ｍＶの４つの異なる電圧範囲のうちの１つの範囲内
のＶｔに割り当ててもよい。典型的には、０．２Ｖ～０．４Ｖのデッドスペース（時にマ
ージンと称される）は、Ｖｔ分散が重複しないように、各範囲内に保たれる。セルに格納
される電圧が４つのＶｔ分散のうちの１つめの範囲内である場合、この場合のセルは、論
理の「１１」状態を格納し、典型的には、セルの消去された状態と考えられる。電圧が、
４つのＶｔ分散のうちの２つめの範囲内である場合、この場合のセルは、論理の「１０」
状態を格納する。４つのＶｔ分散のうちの３つめの分散内の電圧は、この場合のセルが論
理の「００」状態を格納することを示す。最後に、４つめのＶｔ分散に常駐するＶｔは、
論理の「０１」状態がセル内に格納されることを示す。
【０００８】
　ＳＬＣまたはＭＬＣメモリの使用に関連して、長所および短所が存在する。ＭＬＣメモ
リは、例えば、セル毎に１データビットを格納するために従来使用されてきたＳＬＣメモ
リに対して、シングルメモリセル内にマルチデータビットを格納できるため、ＭＬＣメモ
リは、概して、メモリ密度に関してよりコスト効率が高いと考えられる。しかし、従来の
ＳＬＣメモリは、従来のＭＬＣメモリの回数よりも多くの回数（例えば、桁単位で）書き
込むことができる。例えば、従来のＭＬＣメモリの特徴として、データを１０，０００回
程度、消去および再書き込みすると、メモリの読み込みおよび書き出しエラーが著しく起
こりやすくなる、ということがある。他方で、従来のＳＬＣメモリは、データの信頼性が
低下し始めるまでに、典型的には１００，０００回程度、消去および再書き込みを行う場
合がある。これらの密度およびパフォーマンス特性は、異なる種類のＭＬＣアレイの間に
もあてはまる。現在のところ、４および８のレベルを有するＭＬＣデバイスが存在するが
、より高密度のメモリの研究が行われている。より多くのレベルを有するＭＬＣは、より
少ないレベル（より低密度）を有するＭＬＣよりも効率が高い（より高密度）が、これら
のより高密度のデバイスは、より低密度のデバイスに対するパフォーマンスペナルティを
有してもよい。ＳＬＣ（２つのレベル）およびＭＬＣ（２つより多いレベル）で構築され
るデバイスの場合は、それぞれ、それ自身の密度およびパフォーマンスのトレードオフを
有する、複数のメモリアレイを有するデバイスとして一般化できる。一実施例として、Ｍ
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ＬＣ（４つのレベル）アレイおよびＭＬＣ（８つのレベル）アレイで構築されるデバイス
がある。ＳＬＣ、ＭＬＣ（４つのレベル）およびＭＬＣ（８つのレベル）等の、２つより
も多いメモリアレイが存在する場合さえもある可能性がある。一般的な命名規則では、例
えば０または１によって表される１ビットのデータを格納するために２つのレベルを利用
するＳＬＣメモリとして、ＳＬＣメモリをＭＬＣ（２つのレベル）メモリと称する。２デ
ータビットを格納するために構成されるＭＬＣメモリは、ＭＬＣ（４つのレベル）で表す
ことができ、３データビットはＭＬＣ（８つのレベル）等で表すことができる。ＭＬＣ（
４つのレベル）メモリセルは、典型的には、例えば、メモリセル毎に格納されるビット数
がより低いために、ＭＬＣ（８つのレベル）メモリより低密度のメモリセルと称される。
ＳＬＣ（例えば、ＭＬＣ（２つのレベル））は、典型的には、ＭＬＣ（４つのレベル）メ
モリより低密度のメモリと称される、等々というようになる。
【０００９】
　上記の理由から、および本明細書を読解および理解する際に当業者には公知となる、以
下に記載の理由から、当該技術において、ＳＬＣおよびＭＬＣメモリ等の異なる密度のメ
モリの利用を管理するように適合されるハイブリッドメモリデバイスには、各タイプのメ
モリに関連付けられる好適な動作特性を利用できることが求められている。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の一実施形態に従う、メモリモジュールの機能ブロック図である。
【図２】本開示の種々の実施形態に従う、複数の動作を示すフローチャートである。
【図３】本開示の一実施形態に従う、メモリデバイスの格納の一設定を図示する。
【図４】本開示の一実施形態に従う、データの移動動作を図示する。
【図５】本開示の一実施形態に従う、データの書き込み動作を図示する。
【図６】本開示の一実施形態に従う、少なくとも１つのメモリデバイスを有する電子シス
テムの機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の、発明を実施するための形態において、その一部を成す添付の図面を参照する。
図面において、同様の数字は、いくつかの図における本質的に同様のコンポーネントを示
す。これらの実施形態は、当業者が発明を実施することを可能にするように、十分詳細に
記載されている。他の実施形態を利用してもよく、また、本発明の範囲から逸脱しない限
り、構造的、論理的、および電子的な変更を加えてもよい。従って、以下の発明を実施す
るための形態は、制限的な意味で解釈すべきものではなく、本開示の範囲は、こうした特
許請求の範囲が権利を与える同等物の全範囲と共に、添付の特許請求の範囲によってのみ
定義される。
【００１２】
　上記のように、従来のＳＬＣおよびＭＬＣメモリは、これらに関連付けられる正および
負の属性の両方を有する。ＳＬＣメモリはより高速な書き込み動作を可能にするものであ
り、ＭＬＣメモリと比較して、メモリセルの信頼性が低下し始めるまで持ちこたえること
ができる書き込み動作数はずっと多い。しかし、ＭＬＣメモリは、各メモリセル上にマル
チデータビットを格納できるが、ＳＬＣは、セル毎にシングルビットのみを格納するため
に使用されるという点で、ＳＬＣメモリはＭＬＣメモリほど効率的ではない。本開示の種
々の実施形態は、ＳＬＣメモリに、頻繁に更新されるデータを格納し、ＭＬＣメモリに、
それほど頻繁に更新されないデータを格納する。これは、メモリデバイスの効率性および
信頼性を向上させるために使用可能である。ＳＬＣおよびＭＬＣメモリの利用に関連して
、いくつかの実施形態が開示されているが、種々の実施形態がそのように制限されるわけ
ではない。例えば、一実施形態は、ＭＬＣ（２つのレベル）メモリと称されることもある
ＳＬＣメモリと、ＭＬＣ（４つのレベル）メモリとを利用してもよい。別の実施形態は、
ＭＬＣ（４つのレベル）およびＭＬＣ（８つのレベル）メモリを利用してもよい。さらに
他の実施形態は、例えば同じメモリデバイス内の、ＳＬＣ、ＭＬＣ（４つのレベル）およ
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びＭＬＣ（８つのレベル）メモリ等の３つ以上のメモリアレイを利用できる。本開示の種
々の実施形態に従い、他の組み合わせも可能である。このように、実施形態は、メモリデ
バイス内の異なるレベル（例えば、密度）のメモリの組み合わせを利用できる。
【００１３】
　不揮発性メモリデバイス内のデータは、データがデバイスに物理的に常駐する場所を定
義しない、論理ブロックアドレス（ＬＢＡ）と称される抽象化によってアクセスできる。
デバイスはさらに、物理的位置を定義するが、何のデータがこの位置に保たれるかを定義
または示唆しない物理的ブロックアドレス（ＰＢＡ）を有することができる。磁気ディス
クデバイスでは、物理的ブロックアドレスは、特定のシリンダ、ヘッド、およびセクタに
変換する。固体不揮発性メモリデバイスでは、物理的ブロックアドレスは、典型的には、
特定のメモリアレイ内の特定のメモリブロックアドレスを指す。論理ブロックアドレスお
よび物理的ブロックアドレスは、当業者に公知である。メモリデバイスは、ＬＢＡをその
割り当てられるＰＢＡにマップするルックアップテーブルを保守する。ＳＬＣおよびＭＬ
Ｃメモリの両方を有する従来のメモリデバイスは、ＳＬＣメモリまたはＭＬＣメモリのい
ずれかにデータを格納する。データは、ＳＬＣとＭＬＣメモリとの間を移動しない。これ
は、メモリデバイス内に格納されるデータが、所与のＬＢＡの使用（例えば、実行される
書き込み動作数）に基づく等により、ＳＬＣとＭＬＣとの間を移動できるようにする、本
開示の種々の実施形態とは対照的である。この使用は、本開示の種々の実施形態に従い、
メモリデバイスのＬＢＡのために決定される（例えば、追跡される）および維持される。
本開示の種々の実施形態はさらに、所与のＬＢＡの使用を予測し、これに従って、これを
ＳＬＣまたはＭＬＣメモリに割り当ててもよい。例えば、多くのファイルシステムは、フ
ァイル割り当てテーブル（ＦＡＴ）等のＬＢＡへファイルを参照するために使用されるデ
ータ構造を保持し、こうした構造に関連付けられるＬＢＡは、ファイル書き込み動作毎の
書き込み動作の影響を受けやすくなる可能性がある。このため、ＦＡＴに関連付けられる
ＬＢＡは、最初に、ＭＬＣメモリではなく、ＳＬＣメモリに割り当てられてもよい。他の
実施形態は、各ＬＢＡの実際の追跡された使用に応じて作用することにより、ＳＬＣまた
はＭＬＣメモリ内の所与のＬＢＡの位置を調整する。本開示のいくつかの実施形態に従い
、ＬＢＡは、ＬＢＡが最初に割り当てられた方法には関係なく、メモリデバイスの動作中
に、ＬＢＡの実際の使用に基づいて、ＳＬＣとＭＬＣメモリとの間を移動してもよい。
【００１４】
　図１は、本開示の一実施形態に従うメモリデバイスを図示する。図１のメモリデバイス
は、本開示の種々の実施形態を中心とするために、簡略化されている。メモリデバイス１
００は、ＳＬＣまたはＭＬＣのいずれか（または異なる密度のＭＬＣの間）のメモリへの
ＬＢＡの割り当ての管理を含む、本開示の種々の実施形態に従うメモリデバイス１００の
動作の制御および管理のためのコントローラ１７０を含む。コントローラ１７０は、例え
ば、個別論理またはステートマシンの形態を取ることができる。コントローラ１７０はさ
らに、プロセッサ１１０等のホストと通信するための種々の手段を組み込む。例えば、コ
ントローラ１７０は、当業者に公知であるように、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）
、ＳＡＴＡ、ＰＡＴＡ、ＡＴＡ８－ＡＣＳ、ＳＤ、ＭＭＣ、コンパクトフラッシュ、メモ
リスティック、ＩＥＥＥ　１３９４またはＢＡ－ＮＡＮＤインターフェースを組み込んで
もよい。ＳＬＣおよびＭＬＣメモリの物理的磨耗レベル分けはさらに、コントローラ１７
０によって処理できる。
【００１５】
　メモリデバイス１００はさらに、ＳＬＣメモリ１３２のアレイおよびＭＬＣメモリ１３
４のアレイを含む。いくつかの実施形態では、ＳＬＣ１３２およびＭＬＣ１３４メモリは
、個別のフラッシュメモリチップであってもよく、一方で、ＳＬＣおよびＭＬＣメモリは
、１つのチップ上に含まれてもよい。メモリアレイ１３２および１３４はさらに、異なる
密度のＭＬＣメモリで構成されてもよい。アレイ１３２はＭＬＣ（４つのレベル）にして
もよく、アレイ１３４は、例えばＭＬＣ（８つのレベル）にしてもよい。図１に示される
ＳＬＣ１３２およびＭＬＣ１３４メモリは、それぞれ、複数のバンクおよびメモリブロッ
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クでさらに構成されてもよい。図１に示されるＳＬＣ１３２およびＭＬＣ１３４のメモリ
ブロックは、それぞれ複数のメモリチップで構成できる。メモリデバイス１００のＳＬＣ
およびＭＬＣメモリの数量（例えば容量）は、等しくてもよい、または等しくなくてもよ
い。いくつかの実施形態（例えば、ＳＬＣおよびＭＬＣメモリを含むシングルチップ）で
は、ＳＬＣアレイおよびＭＬＣアレイのサイズは、所与の応用のために、ＳＬＣ対ＭＬＣ
メモリの所望の数量に従って、割り当て可能にしてもよい。本開示に従う別の実施形態で
は、図１のメモリデバイスは、２つのＳＬＣチップおよび２つのＭＬＣチップを有する、
双方向のインターリーブされたメモリデバイスであってもよい。本開示の種々の実施形態
に従い、ＳＬＣおよびＭＬＣチップの他の数量も可能である。
【００１６】
　図１のメモリデバイスはさらに、使用テーブル１３６を含む。使用テーブルは、メモリ
デバイス１００の種々のＬＢＡのために使用データ（例えば実行される書き込み動作）を
格納するために、コントローラ１７０によって利用される。例えば、ＬＢＡで書き込み動
作が実行されるたびに、そのＬＢＡのために関連付けられる使用データが更新される。使
用テーブル１３６はさらに、書き込みがされた回数に対して、所与のＬＢＡが最後に書き
込まれた時間を示す、使用情報（例えば、タイムスタンプ）を格納してもよい。例えば、
ＬＢＡは、書き込みがされた累計の回数ではなく、特定のＬＢＡが最後に書き込まれてか
らどれだけの時間が経過したか（例えば、分、日、月等）に基づいてマッピングされても
よい。タイムスタンプのＬＢＡへの割り当てに加えて、ＬＢＡは、代わりに、時間グルー
プに割り当てられてもよい。第１の時間グループに割り当てられるＬＢＡは、今月に使用
されたＬＢＡを表してもよく、一方で、例えば、第２の時間グループに割り当てられるＬ
ＢＡが、先月に使用されたＬＢＡを表してもよい。種々の実施形態に従うと、使用は、メ
モリデバイスの起動時または起動後の特定の時間枠中において、ＬＢＡが利用されるトラ
ッキングをさらに含んでもよい。特定の時間枠はさらに、例えば、リセット動作の後に続
くものでもよい。これらのＬＢＡは、次に、典型的には、より高い密度（例えば、ＭＬＣ
（４つのレベル））のメモリよりも高速にアクセスできるより低密度（例えば、ＳＬＣ）
のメモリに割り当てられてもよい。これは、例えば、起動ローディング動作中のアクセス
時間の短縮等の、スタートアップパフォーマンスを向上できる。使用テーブル１３６に格
納される使用データは、個々のＬＢＡの使用に制限されない。使用データはさらに、複数
回の利用またはＬＢＡの範囲に関して、格納されてもよい。使用テーブルは、所望の場合
、クリアにすることもできる。例えば、メモリデバイス１００に接続されるホスト１１０
は、使用テーブル１３６のすべてまたは一部をクリアするように命令する特定のコマンド
を送信してもよい。使用テーブルの一実施例が、図１のブロック１３６に示されている。
【００１７】
　使用テーブル１３６を、揮発性および不揮発性メモリ部分の一方または両方を有する集
積回路デバイス等のスタンドアロンのコンポーネントに格納してもよい。揮発性および不
揮発性メモリの両方を有する実施形態では、揮発性メモリは、メモリデバイスの動作中に
現在の使用テーブルを維持できる。使用テーブルは、定期的に、揮発性メモリから不揮発
性メモリへとコピーできる。現在の使用テーブル１３６はさらに、起動時に揮発性メモリ
にロードされ、メモリデバイスのパワーダウン中に不揮発性メモリに戻るように伝送され
ることができる。他の実施形態では、使用テーブル１３６のデータを、メモリデバイス１
００のメモリアレイ１３２／１３４に格納できる。例えば、使用テーブルデータは、メモ
リデバイス内のＬＢＡに関連付けられるデータと共に、格納され（例えば補足され）ても
よい。他の実施形態では、使用テーブルは、ＳＬＣ１３２またはＭＬＣ１３４メモリのい
ずれかの専用の位置に格納されてもよい。
【００１８】
　図１は、さらに、プロセッサ１１０に連結されるメモリデバイス１００を図示する。メ
モリデバイス１００は、複数のバスおよび信号を含んでもよい、インターフェース１７４
によって、プロセッサ１１０に連結される。例えば、プロセッサによって生成される制御
信号は、制御バス１７２によって、メモリデバイスに連結できる。さらに、アドレスバス
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１４２およびデータバス１６２も図示される。インターフェース１７４は、（例えばＵＳ
Ｂ、ＳＡＴＡ、ＰＡＴＡ等の）上記のインターフェースプロトコルのうちの１つに準拠す
る。
【００１９】
　図２は、本開示の実施形態の実施においてコントローラ１７０によって実行される種々
のアクティビティのうちのいくつかのフローチャートを図示する。本開示のいくつかの実
施形態では、メモリデバイスのコントローラは、ＬＢＡがメモリデバイス１００内のどこ
に割り当てられるかを決定する（２００）。上記のように、ＦＡＴテーブルは、頻繁に使
用される可能性がある。このため、本開示の一実施形態に従い、メモリデバイス１００の
コントローラ１７０は、ＦＡＴに関連付けられるＬＢＡを、ＳＬＣ（例えば、ＭＬＣ（２
つのレベル））メモリに割り当ててもよい（２１４）。この実施形態に従うＦＡＴ ＬＢ
Ａはさらに、ＳＬＣメモリに永続的に割り当てられ（例えば「ピン付け」）てもよい。他
の実施形態では、コントローラは、ＦＡＴ ＬＢＡをＭＬＣメモリに割り当ててもよく（
２０６）、コントローラ１７０は、使用に基づいて、ＦＡＴテーブルを移動できる。この
ため、一実施形態に従い、全てのＬＢＡを、最初にＭＬＣメモリに書き込んでもよい（２
０６）。他の実施形態では、全てのＬＢＡは、最初にＳＬＣメモリに割り当てられてもよ
い（２１４）。さらに他の実施形態は、そこにおいてＳＬＣメモリへ実行される書き込み
動作を有する全てのＬＢＡを割り当ててもよい。これらの実施形態では、現在書き込まれ
ているＬＢＡがＭＬＣメモリに既に割り当てられている場合に、コントローラ１７０は、
書き込まれるＬＢＡが、最終的にＳＬＣまたはＭＬＣメモリに割り当てられるべきである
かどうかを決定できる。
【００２０】
　コントローラはさらに、動作中のメモリデバイスのＬＢＡで、使用テーブルデータを追
跡および維持（例えば、更新）する（２０８／２１６）。ＭＬＣメモリに現在割り当てら
れるＬＢＡの使用がいくつかの閾値を上回る場合（２１０）、コントローラは、ＬＢＡに
関連付けられるデータを、ＳＬＣメモリに移動し（およびＬＢＡをＳＬＣメモリの位置に
再び割り当て）ようとする（２１２）。一実施形態では、この閾値は、所与のＬＢＡで実
行される１０００の書き込み動作であってもよい。しかし、実施形態は、単一の閾値に制
限されない。例えば、閾値は、メモリ上で実行される全書き込み動作のうちの一部であっ
てもよい（２１２）。ＭＬＣメモリに割り当てられる全てのＬＢＡの使用が閾値に達しな
いままである場合、こうしたＬＢＡは、引き続き、ＭＬＣメモリに割り当てられる。
【００２１】
　一実施形態に従い、コントローラによってＬＢＡがＳＬＣメモリに割り当てられるたび
に（２１４）、またはＭＬＣメモリに割り当てられるＬＢＡがいくつかの閾値を上回るた
びに（２１２）、十分な数のスペア位置がＳＬＣメモリ内に保持されているかが決定され
る（２１８）。データ処理およびハウスキーピング機能をメモリデバイスで実行できるよ
うにするために、スペア位置が必要とされる。ＳＬＣへの現在の書き込み動作の実行後に
ＳＬＣに十分な領域が存在する場合、コントローラによるさらなるアクションは不要であ
り、ＬＢＡは、ＳＬＣメモリに割り当てられる。しかし、ＬＢＡのＳＬＣメモリへの現在
の割り当てにより、ＳＬＣメモリ内の残りのスペア位置の数が減少しすぎる場合には、コ
ントローラは、ＳＬＣメモリ内のスペア位置の最小数を保存するために、本開示の種々の
実施形態に従ってデータ管理機能を実行する。例えば、コントローラは、ＳＬＣに現在割
り当てられる各ＬＢＡの使用データの見直しを行う。ＳＬＣメモリに現在割り当てられる
ＬＢＡが、これに関連付けられる最小の使用数を有する場合、そのＬＢＡに関連付けられ
るデータは、ＭＬＣメモリ（例えば、次のより高密度のメモリ）に移動される（２２０）
。ＬＢＡの使用を表すためにタイムスタンプを利用する実施形態では、ＳＬＣメモリに割
り当てられる、最も以前に使用されたＬＢＡがＭＬＣメモリに移動する。１つ以上の実施
形態に従い、ＬＢＡで特定の期間において書き込み動作が行われていない場合、データは
、より密度の高いメモリ（例えば、ＳＬＣからＭＬＣへ）に移動してもよい。例えば、対
応するＬＢＡのタイムスタンプが、一ヶ月以上ＬＢＡが書き込まれていないことを示す場
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合に、データは、ＭＬＣ（４つのレベル）からＭＬＣ（８つのレベル）メモリへ移動して
もよい。本開示の種々の実施形態に従い、他の期間も可能である。
【００２２】
　現在ＳＬＣメモリに割り当てられる最も使用されていないＬＢＡに関連付けられるデー
タの、ＭＬＣメモリへの移動動作を実行することで（２２０）、ＳＬＣメモリへの現在の
ＬＢＡ書き込み動作が完了した後、スペア位置の十分な数量がＳＬＣメモリに残るはずで
ある。いくつかの実施形態に従うコントローラはさらに、ＳＬＣメモリに現在割り当てら
れる最も使用されていないＬＢＡの使用が一定の数量を上回る場合に、ＳＬＣメモリへの
書き込み動作が進行することを阻止してもよい。この状況において、ＳＬＣメモリに割り
当てられないようにされたＬＢＡは、代わりにＭＬＣメモリに割り当てられてもよい。Ｌ
ＢＡに関連付けられるデータが、ＳＬＣからＭＬＣへ（２２０）またはその逆へ（２１２
）と移動する場合に、少なくとも本開示の一実施形態に従い、ＬＢＡに関連付けられる使
用データは増分されない。
【００２３】
　コントローラ１７０はさらに、メモリデバイス上で物理的磨耗レベル分け動作を実行す
ることができ、一方で、本開示の種々の実施形態に従い、ＭＬＣおよびＳＬＣメモリ内ま
たはこのＭＬＣメモリとＳＬＣメモリとの間において、ＬＢＡに関連付けられるデータ移
動が実行される。例えば、ＭＬＣメモリに割り当てられるＬＢＡは、さらにＭＬＣメモリ
に配置される別のＰＢＡに再び割り当てられてもよい。このため、ＬＢＡは、メモリ領域
の同じ物理的メモリセルにおいて全書き込み動作を実行せずに、メモリ（例えばＭＬＣま
たはＳＬＣ）の所望の領域にとどまる。同様の物理的磨耗レベル分けはさらに、メモリの
ＳＬＣ領域で実行される。
【００２４】
　図３～図５は、本開示の一実施形態に従う、データ移動および書き込み動作を示す。図
３は、メモリデバイス３００の双方向のインターリーブされた実施形態を図示する。この
構成により、大きなデータを、２つのメモリチップで共有できる。しかし、本開示に従う
メモリデバイスは、双方向のインターリーブされた設定に制限されない。図３のメモリデ
バイス３００は、コントローラ３０２、ＳＬＣメモリ３０６、ＭＬＣメモリ３０８および
、ＳＬＣならびにＭＬＣメモリをコントローラ３０４に結合させるデータバスを有するも
のとして示される。図３に示される実施形態では、ＳＬＣメモリ３０６は、２つのフラッ
シュＳＬＣメモリ集積回路（例えばチップ）３１０／３１２を含む。図３に示されるメモ
リデバイス３００のＭＬＣメモリ３０８は、２つのフラッシュＭＬＣメモリチップ３１４
／３１６を含む。他の実施形態は、例えば、異なる数のＳＬＣおよびＭＬＣチップを有す
る。図３に示されるメモリデバイスは、本開示の実施形態を中心とするために簡略化され
ている。他のコンポーネントは、業者に公知であるようにメモリデバイス３００に含まれ
てもよい。
【００２５】
　図３は、その割り当てられるＬＢＡおよびそれぞれの各使用データと共に、ＳＬＣメモ
リ３０６内の位置３２２を示す。図１について記載されるように、使用データは、ＬＢＡ
に関連付けられる位置に格納されてもよく、または、異なる位置１３６に格納されてもよ
い。図３の実施形態は、４つのＬＢＡがＳＬＣメモリに以前に割り当てられた一実施形態
を図示する。他の実施形態は、所与の時間においてＭＬＣメモリに割り当てられるＬＢＡ
を有するのみでもよい。図３に示される本実施形態では、スペアのＳＬＣ位置の最小数は
２である。しかし、本開示の実施形態は、２つのスペアの位置を保つということに制限さ
れない。
【００２６】
　図４は、図２のブロック２１４に示されるように、ＬＢＡがＳＬＣメモリに割り当てら
れる動作を図示する。この実施例では、移動動作は、新しいデータのための余地を確保す
るために、かつ、ＳＬＣメモリ３０６内の必要な２つのスペアの位置を維持できるように
実行される。再び図２を参照すると、使用数の最も低いＬＢＡに関連付けられるデータは
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、ＳＬＣメモリ３０６における最小数のスペア位置を維持するために、ＭＬＣメモリに移
動される（２２０）。この実施例では、位置３２２に割り当てられる、ＬＢＡ＝２（ＵＳ
ＡＧＥ＝１を有する）に関連付けられるデータが、ＭＬＣメモリ３０８へ移動する（４１
８）。図５は、関連付けられるデータがＳＬＣメモリ３０６に書き込まれる、ＬＢＡ＝７
上の書き込み動作５２０を図示する。書き込み動作５２０および移動動作４１８は、いず
れの順序で実行されてもよい。実施形態は、書き込み動作５２０の前に移動動作４１８が
実行される必要がある、ということに制限されない。図５に示すように、２つの必要なス
ペアメモリ位置のうちの１つが、ＳＬＣメモリ内において効率的に再配置されている。し
かし、書き込み動作５２０の終了時に、２つの必要なスペアの位置は、まだＳＬＣメモリ
３０６に存在するように示される。本開示の種々の実施形態に従い、図３～図５に示され
るより多くのメモリ位置およびＬＢＡが可能であることに留意されたい。さらに、種々の
実施形態に従う移動動作は、移動動作が望ましいことを決定するために使用されたＬＢＡ
と共に、多数のＬＢＡの移動を含んでもよい。例えば、いくつかの実施形態に従うと、メ
モリのいずれかのメモリセグメントが、複数の論理ブロック（例えば、４ＬＢＡ、８ＬＢ
Ａ等）のアクセスと共に最も効率的に使用されるアーキテクチャを有する場合、種々の実
施形態は、シングルＬＢＡによってＬＢＡ使用が追跡される場合でも、これらの種々のサ
イズのＬＢＡのグループを移動してもよい。例えば、ＬＢＡ＝１が移動されることが決定
される場合、ＬＢＡ２、３、および４はさらに、本開示の種々の実施形態に従い、同じ動
作の間、移動してもよい。
【００２７】
　再び図１を参照すると、本開示に従う実施形態は、メモリデバイスをプロセッサ１１０
等のホストに結合させるための標準的なインターフェース１７４を有する、メモリデバイ
ス１００を組み込むことができる。ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に適合されるもの
等の種々の種類の標準的なインターフェースが存在する。例えば、ＳＡＴＡおよびＰＡＴ
Ａが一般的なＨＤＤインターフェースである。ＵＳＢおよびＳＤインターフェース等、さ
らなる標準的なＨＤＤに特化していないインターフェースもまた、当該技術に存在する。
これらのおよび他の標準的なインターフェースおよびプロトコルを利用する本開示の実施
形態は、これらのインターフェースを利用するために既に適合される現在存在するプロセ
ッサおよびコントローラと共に使用可能である。
【００２８】
　本開示に従う一実施形態では、インターフェース１７４およびコントローラ１７０は、
標準的なＨＤＤインターフェースおよびプロトコルをエミュレートするように構成される
。典型的には、ＨＤＤは、キャッシュメモリ（例えばＲＡＭ）および回転磁気媒体の両方
を含む。典型的なＨＤＤと相互作用するホストは、データをＨＤＤデータキャッシュ内ま
たは磁気媒体上に格納する必要があるかどうかを決定する。例えば、ＦＡＴは、ＦＡＴが
頻繁に更新される可能性があるため、多くの場合、ホストによってＨＤＤデータキャッシ
ュに格納される。更新の可能性が低いデータは、ホストによって磁気媒体上に格納される
。本開示のいくつかの実施形態に従い、ホスト１１０は、メモリデバイス１００が、典型
的なＨＤＤではなく、そのため、メモリデバイス１００と通信する場合に標準的なＨＤＤ
コマンドを利用することを認識しない。本開示の実施形態に従うと、コントローラ１７０
は、ホストからのデータおよび命令を受信し、従って、ＳＬＣ１３２および／またはＭＬ
Ｃ１３４メモリ内に格納を方向付けるように構成される。例えば、ホストがＨＤＤデータ
キャッシュ内に格納されると考えるＦＡＴテーブルは、代わりに、コントローラ１７０に
よってＳＬＣメモリ１３２内に格納される。ホスト１１０が、ＨＤＤ（例えばそれほど頻
繁に更新されないデータ）の磁気媒体上に格納しようとするデータは、ＭＬＣメモリ１３
４上に格納される。本開示の種々の実施形態に従うコントローラ１７０は、次に、使用テ
ーブル１３６を更新でき、図２を参照して記載されるもの等のＬＢＡ上の動作を実行でき
る。例えば、図２の決定ブロック２１０を参照すると、ＭＬＣメモリ１３４に割り当てら
れるＬＢＡに関連付けられるデータを、ＬＢＡの使用の値がある特定の値を上回る場合に
、ＳＬＣメモリ１３２（および、ＳＬＣ内の対応する位置に再び割り当てられるＬＢＡ）
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に移動可能である。
【００２９】
　ＲＡＭキャッシュメモリおよび回転磁気媒体を有する、上記の標準的なＨＤＤインター
フェースおよびプロトコルと同様の、別のＨＤＤインターフェースおよびプロトコルが存
在する。このインターフェースおよびプロトコルは、Ｔ１３　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｃｏ
ｍｍｉｔｔｅｅが管理する、「Ｎｏｎ　Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｃａｃｈｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ
　Ｐｒｏｐｏｓａｌ　ｆｏｒ　ＡＴＡ８－ＡＣＳ」に記載される。ＡＴＡ８－ＡＣＳの提
言は、回転媒体を有し、さらに、上記のように揮発性（例えば、ＲＡＭ）キャッシュメモ
リの代わりに不揮発性キャッシュメモリをも有する、従来のＨＤＤデバイスとのインター
フェース接続について記載されている。本開示の種々の実施形態は、提言されたＡＴＡ８
－ＡＣＳプロトコルも利用可能である。例えば、ホスト１１０は、ＡＴＡ８－ＡＣＳプロ
トコルに従い、ホスト１１０が不揮発性キャッシュメモリであると考えるものの中にデー
タが格納されるように命令する、不揮発性キャッシュコマンドの利用によって、指示して
もよい。種々の実施形態のうちの１つ以上に従うコントローラ１７０は、ＡＴＡ８－ＡＣ
Ｓコマンドを解釈し、データをメモリデバイス１００のＳＬＣ（例えば、最も低密度）メ
モリ１３２に方向付ける。ホスト１１０が回転磁気媒体であると考えるものに、ホスト１
１０が格納されるように方向付けるデータは、代わりに、メモリデバイス１００のＭＬＣ
（例えば、より高密度）メモリ１３４へと、コントローラ１７０によって方向付けられる
。ＡＴＡ８－ＡＣＳプロトコルに従い、ホスト１１０は、ホスト１１０がメモリデバイス
の不揮発性キャッシュメモリ部分であると考えるものに、１つ以上のＬＢＡをピン付けし
てもよい。種々の実施形態に従い、これらのＬＢＡは、ＳＬＣメモリ１３２、または本開
示の実施形態に従うメモリデバイス１００の最も低密度のメモリにピン付けされる。
【００３０】
　本開示の他の実施形態では、ホスト１１０は、メモリデバイス１００の真の特性（例え
ばフラッシュメモリ）を認識してもよい。この実施形態では、ホストは、メモリデバイス
のために使用テーブルを保守でき、前述のように、かつ図２に示すように、種々の実施形
態の種々の動作を実施するように、メモリデバイスコントローラ１７０に命令できる。例
えば、ホスト１１０は、格納されるデータの特性に基づいて、メモリデバイスのＳＬＣメ
モリ１３２内にデータを格納するように、メモリデバイス１００に命令できる。例えば、
ホスト１１０は、ＦＡＴへの頻繁な更新の可能性のために、メモリデバイス１００のＳＬ
Ｃメモリ１３２に格納されるように、メモリデバイス１００に対してＦＡＴを割り当てて
もよい（２１４）。ホスト１１０はさらに、ＬＢＡが頻繁に使用され（例えば書き込まれ
）ない可能性のために、メモリデバイスのＭＬＣメモリに格納されるように、データ２０
６を方向付けてもよい。格納されるデータと共に、ホストはさらに、メモリデバイス１０
０内のデータの意図された送信先（例えばＳＬＣまたはＭＬＣ）を示すコントローラ１７
０へ、インジケータ（例えばフラグ）を送信できる。
【００３１】
　種々の実施形態に従い、ホストは、全てのＬＢＡをＳＬＣメモリに割り当て、全てのＬ
ＢＡをＭＬＣメモリに割り当て、または、所与のＬＢＡが割り当てられるデータの特性に
基づいて、動的に決定してもよい。例えば、データの特性は、所与のＬＢＡに関連付けら
れるデータの使用の公知のまたは予想される頻度を指してもよい。ＬＢＡが、ＳＬＣ、Ｍ
ＬＣに割り当てられるのであっても、または動的に割り当てられるのであっても、図２に
示される動作は、本開示の種々の実施形態に従い、ＬＢＡ上で実行されてもよい。例えば
、ＭＬＣメモリ１３４への移動動作２２０を、ＳＬＣメモリ１３２内のスペアの位置を十
分な数量維持する（２１８）ために行うことが可能である。これらの動作を実行するため
のホストによる決定は、ホスト１１０によって保守されるように、使用テーブルデータに
基づいて行うことができる。ホスト１１０はさらに、メモリデバイス１００に含まれるＳ
ＬＣおよびＭＬＣメモリの数量に関して、問い合わせることができる。本開示の実施形態
はさらに、ＳＬＣ全体、ＭＬＣ全体またはＳＬＣおよびＭＬＣメモリの両方の組み合わせ
として構成できるメモリデバイスを利用してもよい。ホストは、さらに、ＳＬＣおよびＭ
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ＬＣメモリの組み合わせとして構成されるデバイス内のＳＬＣおよびＭＬＣが指定された
メモリの間の区分に関して、問い合わせてもよい。
【００３２】
　さらなる実施形態は、メモリデバイスコントローラ１７０またはホスト１１０が、使用
テーブル１３６の利用の代わりにＳＬＣ１３２メモリへ方向付けられたポインタを維持で
きるようにする。ポインタは、当業者に公知である。これらの実施形態に従い、ＳＬＣ１
３２メモリスペース内を進むシングルポインタが使用される。ＳＬＣメモリ１３２内に新
しい位置が必要な場合、ポインタが参考にされ（ｃｏｎｓｕｌｔｅｄ）、ポインタによっ
て参照される位置に現在あるＳＬＣデータが、次に、ＭＬＣメモリ１３４に再マッピング
および移動される。ポインタによって参照されるＳＬＣ位置は、ＳＬＣメモリ１３２内に
格納される新しいデータで上書きされ、ポインタは、次のＳＬＣメモリ１３２位置に進む
。これらの実施形態はさらに、メモリデバイスまたはホストが、ＳＬＣメモリ内に残るこ
とが適当であると考えるＳＬＣ（例えば、ＦＡＴ）へ、データをピン付けしてもよい。
【００３３】
　図６は、本開示の一実施形態に従う、少なくとも１メモリデバイスを有する電子システ
ムの機能ブロック図である。図６に示されるメモリデバイス６００は、プロセッサ６１０
に連結される。プロセッサ６１０は、マイクロプロセッサまたはいくつかの他のタイプの
制御回路にしてもよい。メモリデバイス６００およびプロセッサ６１０は、電子システム
６２０の一部を形成する。メモリデバイス６００は、本開示の実施形態を理解するために
役立つメモリデバイスの特徴を中心とするために、簡略化されている。
【００３４】
　メモリデバイス６００は、行および列のバンクに構成可能なメモリセルアレイ６３０を
含む。メモリアレイ６３０は、異なる密度を有する少なくとも２つのメモリアレイ６３２
／６３４を含む。メモリアレイセグメント６３２は、ＳＬＣまたはＭＬＣ（４つのレベル
）メモリであってもよく、メモリアレイセグメント６３４は、例えばＭＬＣ（８つのレベ
ル）メモリであってもよい。１つ以上の実施形態に従うと、これらのメモリセルは、フラ
ッシュメモリセルである。各アレイ６３２／６３４は、複数のバンクおよびメモリセルブ
ロックで構成できる。
【００３５】
　アドレスバッファ回路６４０は、アドレス入力接続Ａ０～Ａｘ　６４２上に提供される
アドレス信号をラッチするために提供される。アドレス信号は、メモリアレイ６３０にア
クセスするために、行デコーダ６４４および列デコーダ６４６によって受信および復号化
される。当業者により、本記載の利点により、アドレス入力接続の数は、メモリアレイ６
３０の密度およびアーキテクチャに依存することが理解される。つまり、アドレス数は、
増加したメモリセル数および増加したバンクおよびブロック数の両方と共に増加する。
【００３６】
　メモリデバイス６００は、感知／データキャッシュ回路６５０を使用してメモリアレイ
列内の電圧または電流の変化を感知することで、メモリアレイ６３０内のデータを読み込
む。一実施形態では、感知／データキャッシュ回路６５０は、メモリアレイ６３０からの
データ行を読み込みおよびラッチするために、連結される。データ入力および出力バッフ
ァ回路６６０は、プロセッサ６１０との、複数のデータ接続６６２による双方向データ通
信のために含まれる。書き込み回路６５５は、メモリアレイ６３０にデータを書き込むた
めに提供される。
【００３７】
　制御回路６７０は、使用テーブルブロック６６０に連結されてさらに示される。本開示
の種々の実施形態に従う使用テーブル６６０は、メモリアレイ６３０のＬＢＡの使用に関
するデータを格納する。使用テーブルブロック６６０は、図６に示すように、揮発性６７
４および不揮発性６７６メモリの両方を利用する個別のメモリデバイスでもよい。しかし
、本開示の種々の実施形態はそのように制限されない。他の実施形態は、ＬＢＡの使用デ
ータを格納するために、メモリアレイ６３０を利用してもよい。使用データは、メモリア
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応する位置に格納されてもよい。
【００３８】
　制御回路６７０は、部分的には、本開示の種々の実施形態の特徴を実施するために構成
される。一実施形態では、制御回路６７０はステートマシンを利用してもよい。１つ以上
の実施形態に従い、制御回路６７０、アドレス回路６４０、入出力回路６６０、行復号６
４４、書き込み／消去６５５、列復号６４６および感知／データキャッシュ６５０の機能
ブロックは、図１に示されるコントローラ１７０を含んでもよい。制御信号およびコマン
ドは、コマンドバス６７２を通じてメモリデバイス６００へ、プロセッサ６１０によって
送信可能である。コマンドバス６７２は、個別の信号にしてもよい、または、複数の信号
（例えばコマンドバス）で構成してもよい。これらのコマンド信号６７２は、データ読み
込み、データ書き込み（プログラム）、および消去動作を含む、メモリアレイ６３０上の
動作の制御に使用される。コマンドバス６７２、アドレスバス６４２およびデータバス６
６２は、多数の標準的なインターフェース６７８を形勢するために、全てを組み合わせて
もよい、または、部分的に組み合わせてもよい。例えば、メモリデバイス６００およびプ
ロセッサ６１０の間のインターフェース６７８は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）
インターフェースにしてもよい。インターフェース６７８はさらに、多くのハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）で使用される標準的なインターフェースにしてもよい。例えば、イ
ンターフェースは、ＳＡＴＡまたはＰＡＴＡインターフェースの形態を取ってもよい。他
のＨＤＤインターフェースも、当業者に公知である。
【００３９】
　結論
　本開示の種々の実施形態は、ＳＬＣおよびＭＬＣメモリの両方を有するハイブリッドメ
モリデバイスに格納されている論理ブロックアドレスの追跡された使用に基づいて、論理
ブロックアドレスを管理する方法を示す。さらに、複数の論理ブロックアドレス管理動作
を実行するために構成された装置が開示され、ハイブリッドメモリデバイスに格納される
論理ブロックアドレスの追跡された使用に応じて動作が実行される。
【００４０】
　本明細書に特定の実施形態を図示および記述したが、当業者は、同じ目的を達成するた
めに計画された任意の変形を、示されている特定の実施形態の代わりに利用できることを
理解されよう。本願は、本発明のいずれかの適用または変更を含有することを意図する。
従って、本発明は特許請求の範囲およびその同等物によってのみ制限されることが、明示
的に意図されている。



(14) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図１】



(15) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図２】



(16) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図３】



(17) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図４】



(18) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図５】



(19) JP 5728672 B2 2015.6.3

【図６】



(20) JP 5728672 B2 2015.6.3

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100074099
            弁理士　大菅　義之
(72)発明者  ラドキ，ウィリアム　ヘンリー
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９５０３０，ロス　ガトス，クレランド　アベニュー　９０
(72)発明者  マーレイ，マイケル
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９４０４１，マウンテン　ビュー，フォックスボロ　ドライ
            ブ　３８５
(72)発明者  フールイェルム，マーティン　ラグナー
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９５９４９，グラスバレー，ウルフ　ロード　１００４２　
            Ｂ３６
(72)発明者  ゲルドマン，ジョン
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　６５０３０，ロス　ガトス，ボンド　コート　１００

    合議体
    審判長  鈴木　匡明
    審判官  飯田　清司
    審判官  松本　貢

(56)参考文献  特開２００７－３０５２１０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３０６３９３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－３２６５２３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００８－５０６１８９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００９－２１７６３０（ＪＰ，Ａ）
              特表２００８－５２４７４７（ＪＰ，Ａ）
              特開平９－２８８８９６（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G11C 16/02


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

